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Urzadzenie do absorpcji gazow
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenié do ab-
sorpcji sktadnikéw gazéw oraz wilgoci za pomoca
cieczy absorbujacej, nadajace si¢ zwlaszcza do ab-
sorbowania tréjtlenku siarki i wilgoci z gazow
przy uzyciu kwasu siarkowego jako cieczy absor-
bujacej.

Znane sg rézne urzadzenia do absorbowania SOg
oraz wilgoci z gazéw za pomocg kwasu siarkowego
Stosowane powszechnie wieze absorpcyjne i suszg-
ce sg budowane w postaci wiez z kwasoodporng
wykladzing, wyposazonych w rézne przeszkody. W
wiezach tych gaz unosi sie ku gérze, a absorbujg-

"¢y kwas zrasza go od goéry. Urzadzenia te majg te

wade, ze muszg miet¢ znaczng wysoko$¢, sg ciezkie
i kosztowne. Poza tym w urzadzeniach tych kwas
absorbujgcy musi byé pompowany ku goérze.
Proponowane byly rdéwniez absorbery zanurze-
niowe, w ktérych gaz wprowadzany przez zanu-
rzong w kwasie absorbujgcym rure lub dzwon uno-
si sie ku goérze pop'rzez kwas (niemieckie opisy pa-
tentowe nr 133247, 133933 i 211999, opis patentowy
Niemieckiej Republiki Federalnej nr 882539 i opi-

sy patentowe Stanéw Zjednoczonych Ameryki nr

692018, nr 722981 i nr 737233). Te absorbery zanu-
rzeniowe nie przyjely sie jednak w praktyce dlg
duzych zdolnoSci przerobowych, totez obecnie sto-
suje sie praktycznie tylko wieZe absorpcyjne.
Proponowano roéwniez stosowanie tak zwanych
absorberéw pianowych. Urzadzenia te dla uzyska-
nia dobrego stopnia absorpcji wymagaja jednak
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stosowania kilka szeregowo polgczonych stopni, a
tym samym wymagaja wiekszej wysokosci monta-
zowej. (Chem. Technik, 16, 1964, strona350).

Wiadomo réwniez, ze do oczyszczenia na mo-
kro gazow zawierajacych pyly lub mgle stosuje
sie ptuczki gazowe, ktére pracujg w oparciu o za-
sade zwezki Venturiego (wylozone opisy patentowe
Niemieckiej Republiki Federalnej nr 1173433 i nr
1176099, Hegenbarth: Herstellung der Schwefel-
sdure, 1952, s. 60).

Wiadomo takze, ze skladniki gazu sg absorbowa-
ne za pomocag cieczy w zwezkach Venturiego, przy
czym kilka zwezek Venturiego polaczonych szere-
gowo jest po kolei zasilanych gazem i ciecza. Wa-
dg tych urzgdzen jest to, ze muszg by przetla-
czane duze iloSci cieczy i ze dla jednego procesu
absorpcyjnego potrzeba kilka stopni absorpcyjnych
(Chemical Engineering, sierpien 16, 1965).

Znany jest réwniez sposéb absorbowania tréj-
tlenka siarki z gazéw za pomocg kwasu siarkowe-

-go w absorberach Venturiego. Sposéb ten polega

na tym, ze gaz zawierajgcy trojtlenek siarki wpro-
wadza sie wraz z kwasem siarkowym do gornej
czeSci zwezki Venturiego i po wymieszaniu odpro-
wadza do zbiornika, umieszczonego ponizej zwez-
ki. Wada tego sposobu jest to, ze w jednym pro-
cesie absorpcji trzeba stosowaé kolejno 2 lub Kkil-
ka absorberéw, w zwigzku z czym konieczne jest
przepompowywanie duzych iloSci kwasu siarko-
wego. ' '
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Urzadzenie wedlug wynalazku nie ma opisanych
wad i umozliwia przerdobke duzych iloSci gazu w
celu usuniecia skladnik6w gazu lub wilgoci, przy
uzyciu bardzo malych jednostek absorpcyjnych,
przy wysokim stopniu absorpcji, przy czym absorp-
cja moze sie odbywaé zaréwno w zimnej jak i
goracej cieczy absorbujgcej, ktorej ilo§¢ jest znacz-
nie mniejsza niz w znanych urzadzeniach.

Urzadzenie wedlug wynalazku sktada sie z obu-
dowy absorbera, w ktérej od gory, prostopadle w
pokrywie, jest umieszczona zwezka Venturiego,
ktérej otwdr wylotowy jest skierowany do dotu.
Przeprowadzenie zwezki przez pokrywe jest wy-
konane gazoszczelnie, a w glowicy zwezki Ventu-
riego znajduja sie doprowadzenia dla czynnika ga-
zowego i cieklego.

Dookola dolnej cze$ci zwezki Venturiego jest
umieszczona plyta przepuszczajaca gaz, ktéra sie-
ga az do S$cianki obudowy, dzielgc absorber na
cze$t gorng i dolng. Na dnie obudowy znajduje sie
ciekla kapiel, ktorej powierzchnia lezy w takiej
odleglo$ci od dolnej czeSci plyty przepuszczajacej
gaz, ze pomiedzy powierzchnig kagpieli i ptyta
przepuszczajgca gaz znajduje sie wypelniona ga-
zem przestrzen.

Na ptycie znajduje sie warstwa cieklego czynnika,
ktéra za pomocg rurek wznoszgcych sie ku gorze
jest polgczona z kapielg na dnie i wprawiana zo-
staje w burzliwy ruch, powodowany gazem prze-
plywajacym przez plyte. Na wysokosSci powierzchni
cieklej warstwy znajdujacej sie na plycie jest
umieszczony odplyw, a powyzej warstwy, w gor-
nej czeSci obudowy znajduje sie wylot gazu.

Przy stosowaniu czynnikéw cieklych o wtasci-
wosciach korodujgcych, absorber moze by¢ calko-
wicie lub czeSciowo wykonany z materialu cera-
micznego i/lub emaliowany szkliwem i/lub wylo-
zony szklem.

Wylot gazu jest zaopatrzony korzystnie w lapacz
kropel, w ktérym porwane ewentalnie kropelki
cieczy oddziela sie i odprowadza nastepnie z po-
wrotem do absorbera.

Plyta przepuszczajgca gaz moze byé wykonana
z kazdego materiatu, ktérego wlasciwo$ci mecha-
niczne i chemiczne odpowiadajg danym warunkom
eksploatacyjnym. Plyta jest wyposazona w otwory
lub szczeliny lub tez moze by¢ wykonana jako ply-
ta porowata, przepuszczajgca gaz.

Urzadzenie wedlug wynalazku nadaje sie szcze-
golnie do absorpcji SO4 z gazéw z katalizy kontak-
towej, przy czym moze by¢ ono stosowane jako
absorber miedzystopniowy i jako absorber konco-
wy. Szczegdlng zaletg urzgdzenia wedlug wynalaz-
ku jest to, Ze moze by¢ ono uzytkowane jako
absorber gorgcy, przy czym z uwagi na malg wy-
soko$¢ konstrukcyjng i maly ciezar, urzadzenie to
moze by¢ zamontowane na takiej wysokoSci, ze
goracy kwas absorbujgcy wskutek statycznego-cié-
nienia moze pilynaé do podigczonych poprzednich
wzglednie nastepnych stopni procesu.

Dla okreSlonych celéw, jak na przyklad do su-
szenia wilgotnego powietrza lub gazéw zawiera-
jacych SO, za pomocg kwasu siarkowego, lub na
przyklad do wytwarzania oleum, nalezy utrzymy-
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waé wzglednie niska temperature cieklego $rodo-
wiska. W tym przypadku, w mieszanej warstwie
umieszcza sie korzystnie elementy chlodzgce, na
przyklad wezownice chlodzgce, przez ktdére prze-
plywa czynnik chlodzacy. Odprowadzanie nadmiaru
ciepla wskutek bardzo korzysthego wspoiczynnika
przejmowania ciepla odbywa sie sprawnie, totez
wystarczajg elementy chlodzgce o malych wymia-
rach.

‘Urzadzenie wedlug wynalazku i sposdb jego dzia-
lania wyja$niono ponizej w odniesieniu do rysun-
ku na przykladzie absorpcji SO; za pomoca kwasu
siarkowego.

W pokrywie 1 obudowy absorbera 2 jest zamo-
cowana gazoszczelnie zwezka Venturiego 3 z otwo-
rem wylotowym 4 skierowanym do dotu. W glowi-
cy 5 zwezki Venturiego 3, jest umieszczony prze-
wod 6, doprowadzajgcy gazowag mieszanine zawie-
rajacg SOz, O, N,, a przy absorpcji miedzystop-
niowej réwniez i SO, oraz przewdd doprowadza-
jacy 7 dla kwasu siarkowego pobieranego z obie-
gu wiez suszgcych. Wiryskiwany kwas . siarkowy
miesza sie z gazem w zwezce Venturiego, przy
czym nastepuje juz czeSciowa absorpcja zawartosci
SO;.

Dookota dolnego konca zwezki Venturiego 3 jest
umieszczona przepuszczajaca gaz plyta 8, ktoéra
siega az do Scianki obudowy 2. Na dnie obudowy
2 znajduje sie kapiel 9 skladajgca sie z kwasu siar-
kowego, a na plycie 8 znajduje sie warstwa 10¢
kwasu siarkowego. Kgpiel 9 jest potgczona z war-
stwg 10 za pomoca rurek wznos$nych 11. Pomiedzy
dolng czeScig plyty 8 i powierzchnig kapieli ¢
znajduje sie wypelniona gazem przestrzen 12. Po-
niewaz mieszanina gazowa jest doprowadzana prze-
wodami 6 pod ciS$nieniem, a przepuszczajaca gaz
plyta 8 stawia pewien opdr, przeto ciSnienie w
przestrzeni 12 jest nieco wieksze niz ponad war-
stwg 10 kwasu, dzieki czemu, kapiel 9 wznosi sie
przez rurki 11.

Mieszanina wypkywajaca z otworu wylotowego 4
uderza o powierzchnie kapieli 9, przy czym duia
cze$¢ zawartego w gazie kwasu siarkowego dostaje
sie do kagpieli 9. Gaz zmienia kierunek i plynie
do gory przez piyte 8 i warstwe 10, ktéra zostaje
wprawiona w burzliwy ruch. W warstwie 10 ulega
absorpcji pozostata zawarto§¢ SO;. Wzrostowi obje-
toSci kapieli 9 na skutek doprowadzania kwasu
siarkowego zapobiega odprowadzanie kapieli przez
rurki wzno$ne 11 do warstwy 10. Na wysokoSci
powierzchni warstwy 10 jest umieszczony odplyw
kwasu 13 z nie uwidocznionym na rysunku zamk-
nieciem.

Przez ten odplyw wyplywa odpowiednia ilo$¢
kwasu siarkowego, ktéra odpowiada ilo$ci przeply-
wajgcej przez rurki wzno$ne 11, tak, iz wysoko$¢
warstwy 10 pozostaje réwniez stala. Gaz uwolnio-
ny od SO, opuszcza absorber przez wylot gazu 14.
W wylocie 14 jest umieszczony tapacz kropel 15
ktory oddziela ewentualne kropelki kwasu i od-
prowadza je z powrotem do absorbera. W razie
chtodzenia w kapieli, w warstwie 10 umieszcza si¢
rury chlodzgce 16.
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Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do absorpcji gazéw z czynnikéw

gazowych za pomocg czynnikéw cieklych oraz
do suszenia gazéw, zwlaszcza do absorpcji SOg
za pomocg kwasu siarkowego i do suszenia ga-
z6w zawierajgcyh SO, lub powietrze, sktadaja-
ce sie ze zwezki Venturiego umieszczonej w
obudowie, urzadzenia wtryskowego w zwezce
Venturiego, kapieli cieklej w zbiorniku, dopro-
wadzenia gazu w zwezce Venturiego, odprowa-
dzenia gazu i odplywu kwasu w obudowie, zna-
mienne tym, Ze zwezka Venturiego (3) jest
skierowana swym otworem wylotowym (4) pio-
.nowo ku dotowi i umieszczona jest gazoszczel-
nie w pokrywie (1) obudowy absorbera (2), a
w glowicy (5) zwezki Venturiego (3) znajduje
sie przewdd (6) doprowadzajgcy gaz i przewdd
(7) doprowadzajgcy czynnik ciekly, za§ dookola
dolnej czeSci zwezki Venturiego (3) umieszczona
jest przepuszczajgca gaz plyta (8), siegajaca do
§cianki obudowy (2) a na dnie obudowy znaj-
duje sie ciekla kapiel (9), przy czym pomiedzy
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powierzchnig kapieli i przepuszczajacg gaz ply-
ta znajduje sie wypelniona gazem pDrzestrzen
(12), a na plycie (8) przepuszczajgcej gaz znaj-
duje sie warstwa (10) cieklego czynnika wpra-
wiana w burzliwy ruch przez przeplywajgcy
gaz, za$ kapiel (9) jest polgczona z warstwa (10)
cieklego czynnika za pomocg rurek wzno$nych
(11) i na wysokosSci powierzchni warstwy jest
umieszczony odplyw (13) dla Srodowiska ciekle-
go, a w gornej czeSci obudowy umieszczony jest
wylot gazu (14).
Urzadzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne tym,
ze w otworze wylotowym gazu (14) jest umiesz-
czony lapacz kropel (15).
Urzadzenie wedlug zastrz. 1—3, znamienne tym,
ze plyta (8) przepuszczajgca gaz jest wyposazo-
na wotwory lub szczeliny lub wykonana jest z
materialu, porowatego. :
Urzadzenie wedlug zastrz. 1—4, znamienne tym,
ze w warstwie cieczy (10) znajdujgcej sie na
plycie (8) przepuszczajgcej gaz sg umieszczone
elementy chlodzgce (16) z prieplywajacym przez
nie czynnikiem chltodzacym.
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